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1. Silicijev vzorec vsebuje akceptorske in donorske primesi naslednjih koncentracij:
Na =2-10"7 cm™ in Np = 5:10'"%cm™. Dolo¢ite tip polprevodnika in skicirajte poteke energijskih
in potencialnih nivojev. IzraCunajte energijsko razliko (v eV) med intrinzi¢nim in dejanskim
Fermijevim nivojem v polprevodniku. Izracunajte tudi specificno upornost vzorca (sobna
temperatura, u, = 1300 cm*(Vs)™', 4, = 450 cm*(Vs)™).

(Resitev: N5 > Np -> p-tip, pojasnilo: ne gre za pn spoj ampak samo za en tip polprevodnika,

ki vsebuje hkrati donorske in akceptorske primesi; p, = (N5 — Np), N, = ni2/(N A-Np) - ga lahko

zanemarimo, Er; — Er = Ugln ((Na — Np)/n;)) = 0.424 eV, p = 1/(qup(Na-Np)) = 0.092 Qcm, za
poteke energijskih in potencialnih nivojev v p-tipu polprevodnika glej npr. zbirko Elementi

polprevodniske elektronike (2008), str. 19)

2. IzraCunajte napetosti na diodah (Upp = 1.2 V, Is; = 200-lg;, diodni faktor kvalitete n; =n, = 1.5,
sobna temperatura).
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(Resitev: U; = 0.5V, U, = 0.7V, za potek reSevanja glej npr. zbirko Elementi polprevodniske
elektronike (2008), str. 59-61, v enacbah je Ut pomnoZen Se z n)

3. Spojna kapacitivnost silicijeve pn diode je podana pri dveh zapornih napetostih:
Cr(Ur1 =1V) =10 pF in Cr(Urz =5 V) = 6 pF. Zapisite analiti¢ni izraz za Cr(Ug) ter dolocite
spojno kapacitivnost pri kratkem stiku in potenc¢ni faktor n (Up = 0.7 V).

(Resitev: Cpg = 14.54 pF, n = 0.422, za potek reSevanja glej npr. EE laboratorijsko vajo 3)

4. Iz spodnje karakteristike prebojne diode dolocite vrednosti elementov nadomestnega modela prebojne
diode za podrocje stabilizacije. S pomo¢jo modela in narisanega vezja dolocite vhodno napetost U,y
danega stabilizatorja, da bo ez prebojno diodo tekel tok I = 10 mA. Za koliko se spremeni izhodna
napetost stabilizatorja Ui, ¢e se vhodna napetost poveca za 1 V? (R=100 Q)
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(ReSitev: Uzo = 6.2V, I, = (6.5V — 6.2V)/(0.015A — 0A) = 20 Q, Uy = Rl + 1,17 + Uzo = 7.4 V,
AUizh = rz/(rz + R) ° Ath =0.16 V)




